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	Предмет, группа
	ОП.02 Архитектура аппаратных средств, группа СПО (уточняется)

	Тема урока, № урока по теме
	Практическое занятие №5 «Виды памяти и принципы работы», урок №14 (по теме 1.5 — №3)

	ФИО преподавателя
	________________ [ФИО преподавателя]

	Тип урока
	Практическое занятие (лабораторно-практическая работа)

	Используемые педагогические технологии
	Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), технология проблемно-развивающего обучения, практико-ориентированное обучение, кейс-метод

	Цель урока

	Сформировать у обучающихся устойчивые практические навыки подбора оперативной памяти (DDR4 vs DDR5) и твердотельных накопителей (NVMe SSD), расчета пропускной способности подсистемы памяти (ПСП) и задержек, а также проверки аппаратной совместимости с процессором и материнской платой.

	Задачи урока
	обучающие
	развивающие
	воспитательные

	
	Обучающие: изучить различия DDR4/DDR5 (субканалы, PMIC, On-Die ECC vs True ECC); освоить расчет ПСП и латентности; исследовать ранговость 1R/2R и топологию слотов; разобрать температурный режим NVMe M.2.
	Развивающие: развить навыки инженерного анализа спецификаций оборудования, выявления аппаратных ограничений и работы с технической документацией (QVL-листы).
	Воспитательные: воспитать профессиональную культуру проектирования, ответственность за отказоустойчивость систем и экономическую обоснованность решений.

	Прогнозируемый результат (знания, умения, навыки; компетенции  (знания, умения, практический опыт))
	Знания: З 1 (архитектура ЦВС), З 2 (принципы логических блоков), З 9 (конструктивные элементы), З 12 (узлы технических средств), З 13 (взаимодействие компонентов). Умения: У 1 (конфигурация оборудования), У 2 (идентификация узлов и разъемов), У 4 (совместимость аппаратного и ПО). Компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10; ПК 4.1, ПК 4.2.

	 Оборудование
	ПК преподавателя, мультимедийный проектор, экран, персональные компьютеры обучающихся с веб-браузером, локальный веб-комплект файлов (zanyatie.html, lekciya.html, prezentaciya.html, domashnee_zadanie.html).

	Организационно - деятельностная  структура урока

	Этап 1 Актуализация опорных знаний
	Цель: организовать внимание обучающихся, актуализировать опорные знания по микроархитектуре, поставить проблемный парадокс частоты при 4 модулях памяти.
	Длительность: 5 мин (80 мин) / 5 мин (60 мин)

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	Приветствует обучающихся, отмечает явку, формулирует парадокс: почему 4 планки DDR5-7200 сбрасывают частоту до 4400 МГц на плате Daisy Chain? Объявляет цель практического занятия.
	Включаются в диалог, выдвигают гипотезы об ограничениях контроллера памяти IMC и шины данных. Записывают тему в тетради.
	ОК 01, ОК 05

	Этап 2 Сообщение новых знаний
	Цель: сформировать систему понятий об архитектуре DDR5 (два 32-бит субканала, PMIC, On-Die ECC vs True ECC), топологии Daisy Chain (слоты A2/B2), формулах ПСП и латентности, накопителях NVMe SSD.
	Длительность: 15 мин (10+5 мин при 80 мин) / 12 мин (7+5 мин при 60 мин)

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	Демонстрирует слайды презентации 1–12. Излагает различия DDR4/DDR5, формулы ПСП и истинной задержки, правило слотов A2/B2, температурный парадокс SSD. Показывает эталонный расчет DDR4-3200 на экране.
	Конспектируют формулы ПСП и наносекундной задержки, фиксируют правило установки 2 модулей строго в слоты A2 и B2, сопоставляют поколения PCIe NVMe SSD.
	ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 4.1

	
	
	

	Этап 3 Закрепление знаний
	Цель: сформировать устойчивое практическое умение расчета ПСП, проверки аппаратной совместимости по чек-листу и составления спецификации подсистемы памяти под целевую платформу.
	Длительность: 40 мин (80 мин) / 30 мин (60 мин)

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	Организует самостоятельную работу в zanyatie.html по 4 вариантам. Контролирует правильность расчетов ПСП и латентности, выбор слотов A2/B2, учет радиатора для SSD. Консультирует индивидуально.
	Индивидуально выполняют расчеты в zanyatie.html, проходят чек-лист совместимости, формируют спецификацию ОЗУ и SSD под свой вариант, обосновывают защиту от аппаратных узких мест.
	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.2

	Этап 4. Итог урока. Домашнее задание
	Цель: устранить выявленные пробелы в понимании архитектуры памяти, подвести итоги занятия по 4-балльной матрице, выдать инструкции по резервному домашнему заданию.
	Длительность: 20 мин (15+5 мин при 80 мин) / 13 мин (10+3 мин при 60 мин)

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	Проводит фронтальный разбор типичных ошибок (коллизии IMC при 4 модулях, троттлинг NVMe PCIe 5.0, путаница On-Die и True ECC). Оценивает работы по 4-балльной матрице. Инструктирует по резервному ДЗ.
	Участвуют в анализе ошибок, сопоставляют свои решения с комментариями преподавателя, экспортируют протокол в PDF. Фиксируют полученные баллы.
	ОК 01, ОК 05
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